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(54) Kremikovy detektor mékkého rentgenového zéfeni
ReSenf se tykd provedeni k¥emfkového
detektoru vytvo¥eného jako PIN dioda pla-
nédrni technologifl na monokrystalickém
k¥emiku. OCelem je dosaZeni vét3i{ citli- el
vosti detektoru, umoZné&né dosaZenym men-
§im sériovym odporem PIN diody, a rovnéi —\~___.3

moZnost zuZeni detekovaného pasma z&fenf.
Podle zplsobu p¥ipojeni PIN diody téZ
splnéni poZadavku rychlé detekce nebo _.___,.7
moZnost detekce velmi nfzkgch energif \\\\\ 1

za¥eni. Uvedenédho ud&elu se doséhne tim,

7e k¥emfkovéd deska vodivosti typu N nebo

P je ze strany odvrdcené strané vytvofe-
ného plandrnfiho p¥echodu NP nebo PN zten-
gena na 30 a¥ 100 pm a povrch alespoi
jedné strany takto zhotovené PIN diody je Ob, /
opatfen kovovym filtrem. Vyhodny je kovovy hAABRS
filtr tvo¥eny 1 aZ 100 nm tlustou hlini-

kovou vrstvou. Detektor lze vyuZit pEi

analyzéch rentgenového z&¥eni, nap¥. p¥i

analyze procesu nizkoteplotni a vysokotep-

lotni plazmy.
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Vynélez se tfk& k¥emikového detektoru m&kkého rentgenového zi¥enf, vytvofendho jako
PIN dioda planédrni technologif na :-desce monokrystalického k#¥emiku.

Dosud zndmé elektronické detektory rentgenového za¥enf vyuZiivajfl absorpce rentgenového
z&d¥enf v p¥islusném materidlu detektoru. Tak tomu je nap¥fklad u detektoru s k¥emfkovou
diodou dotovanou lithiem. Tento a jemu podobné detektory jsou vhodné tam, kde se nekladou
p£{1i8 velké nadroky na rozliSen{ velmi krdtkych pulsd rentgenového zd¥eni. Navic i pracovni
podminky té&chto detektorld byvaji slofit&jEf. N&které typy t&chto detektorl musif byt napfiklad
udrZovény trvale na nizké teploté, coZ vyZaduje chlazeni, nap¥fklad tekutym dusikem, mé-1li
se docflit poZadované sprdvné funkce detektoru. U t&chto a jinych b&¥n& pouZivangch detektord
byvaji rovné&Z poti%e se stabilitou a spektr&lni selektivitou.

Podstata kfemfkového detektoru podle vyndlezu spotivd v tom, Ze k¥emfkovd deska detektoru
vodivosti typu N nebo P je ze strany odvricené stran& vytvo¥eného plandrniho p¥echodu NP
nebo PN ztenfena na tloustku 30 a% 100 um a povrch alespohi jedné strany takto zhotovené
PIN diody je opat¥en kovovym filtrem, s vy¥hodou tvo¥enym 1 a% 100 nm silnou hlinfkovou vrst-

vou.

Jednou z vyhod detektoru podle vyndlezu je docileni menifho sériového odporu PIN diody,
a tim dosa¥end v&tsf{ citlivost detektoru, namisto jinak pouZivané nédrolné epitaxni'technolo-
gie. Dal8{ vyhodou detektoru podle vyndlezu je moZnost ziZeni pédsma detekovanych vlnovych
délek rentgenového zé¥en{ jen na sledovanou oblast z&¥eni, coZ je umoZné&no vhodnou volbou
tloustky intrinzické vrstvy PIN diody a volbou tlous$tky kovového filtru absorbujicfho nevy-
hovujic{ vlnové délky z&¥eni.

Uspo¥addni PIN diody podle vyndlezu umoZiiuje navic dvojf zplsob pouZitf a podle toho
i zapojenf. P¥i pofadavku rychlé detekce pulst, kde se zaroven p¥ipoudtf ur&ité ztréty,
zapoji se PIN dioda tak, %e se k nosné zdkladn& detektoru p¥ipojf stranou Nt a za¥ent se
detekuje ze strany P-N pfechodu. Naopak p¥i poZfadavku detekce velmi nizkych energii rentgeno-
vého z&¥eni se p¥ipoji PIN dioda k zdkladn& detektoru obrdcen&, to je stranou P-N pfechodu
a zéteni se detekuje ze strany N,

P¥iklad provedeni detektoru podle vyndlezu je na p¥ipojenych obrézcich, kde na obr. 1
je Yez kruhovou PIN diodou a na obr. 2 je pohled na tuto PIN diodu ze strany P-N pfechodu.

V uvedeném provedeni na kruhové k¥emfkové desce 1, o primé&ru 4 mm, monokrystalického
kfemfku typu N, pfekryté na okraji povrchu 6 000 nm tlustou vrstvou Sio2 2, je v kruhovém
otvoru o priméru 2,5 mm této vrstvy 8i0, 2 nadifundovand vrstva vodivosti P, vytvé¥ejfci
P-N pfechod 3. Vrstva vodivosti P je na povrchu p¥ekryta kovovym £filtrem 4, tvo¥enym 50 nm
tlustou hlinfkovou vrstvou. Tato hlinkovd vrstva také pfekryvd odvrécenou stranu P-N pfecho-
du 3, tvofenou vrstvifkou zesilené vodivosti wt 5.

PREDMET VYNALEZU

K¥emikovy detektor mékkého rentgenového zadfeni, vytvo¥eny jako PIN dioda plandrn{ tech-
nologii na desce monokrystalického k¥emiku, vyznaleny tim, Ze k¥emfkov4d deska (1) vodivosti
typu N nebo P je ze strany odvrdcené stran& vytvofeného plandrniho pf¥echodu (3) NP, nebo
PN ztendena na tloudtku 30 aZ 100 um a povrch alesponn jedné strany takto zhotovené PIN diody
je opat¥en kovovym filtrem (4), s vyhodou tvo¥enym 1 a% 100 nm tlustou hlinfkovou vrstvou.
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